N

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor fir Kleinstgerdte

mit niedrigen Betriebsspannungen.

Silicon NPN epitaxtal planar transistor for very small sets with low supply
~ voltages

Abmessungen - Dimensions

~

Mafle in mm
M2:1

0
i L=
22

Hazkas !

BC 155
Kunststoffgehduse
TOM 13

Gewicht - Weight '
max.0,15¢g

?,2 +0J

BC 156

E [}
[+ 17 |
iﬂ. I

1.6 24

‘QG
45 J

Kunststoffgehause

TOM 23

Gewicht - Weight

max.0,2g

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

~

Kollektor-Basis-Sperrspannung

Kollektor-Emitter-Sperrspannungs

Emitter-Basis-Sperrspannung

Kollektorstrom
Verlustleistung, tomp = 45° C

Sperrschichttemperatur = -
Lagertemperatur

Warmewiderstand

010668

Ucso
Ucto
Ueso
I
Ptoi

fj

ts'g

Rthu

BC155
5
5
5
50

105

125
—55..+125
0,75
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50

125
—55..+125
16
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. eee
eee
eeo
oo
o000
000
o0
ooe
ooe
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\

\'

mA
mW

o

°C
°C/mW



BC155 BC156

Statische Kenndaten - DC characteristics
bei Umgebungstemperatur toms, = 25° C

-

Kollektor-Reststrom, Ucg= 5 V lceo
Emitter-Reststrom, Ugg =3V leso
Kollektor-Sattigungsspannung Ucksat

Ic=10mA, Ig =03 mA

Basis-Sattigungsspannung Usksat
Ic =10 mA, I = 0,3 mA

Kollektor-Emitter-Sperrspannung, ic = 2 mA Uceo™)

’ Dynamische Kenndaten - AC characteristics
bei Umgebungstemperatur tgmp = 25° C

Stromverstarkungsfaktor
bei Uce = 1V, Ic = 0,5mA, f = 1kHz

Gruppe A hte
Gruppe B © hy
Gruppe C hte
Transit-Frequenz,
Uk =5V, Ic=2mA __ f

*) impulsméBig gemessen: 'TL =001 tp =05ms

270

Min.

Min.

85
200
470

50
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Typ. ‘

Typ.

Max.

220
500
900

nA

MHz




BC194 -

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor im Kunstsfoffgehéiuse,géeignei
in Siebdruckschaltungen fiir universelle Anwendung.

Silicon NPN epitaxial planar transistor for use in hybrid circuits for
general applications.

Vorlaufige technische Daten - Tentative data

~omessungen * Dimensions

MaBe in mm e _‘o'i'oﬂ Kunststoffgehduse
M 2:1 c apl L, TOM 13

: 8 Nz
22k 22 —as ] Gewicht - Weight

max.0,15 g
Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso 40 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 25 v
Emitter-Basis-Sperrspannung Ueso ' 5 v
Kollektorstrom fc 08 A
Kollektor-Spitzenstrom lem 1 A

eoe
Verlustleistung, tamp = 45°C Prot*) 100 mW " eee

oo
Sperrschichttemperatur ] 125 °C M4
Lagertemperatur tag —55..+125 °C H+1

eoe

~~ Warmewiderstand Rihu 0,8 °C/mW -

*) In einem vergossenen Modul ist die Verlustleistung gréfBer und muB nachtraglich bestimmt werden.

AEG-TELEFUNKEN
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BC194

Statische Kenndaten - DC characteristics
bei Umgebungstemperatur tomp = 25°.C (falls nicht ondé?s’ungegeben)

= ‘ ' Min. Typ. de.
Kollektor-Reststrom, Ucg = 30 V Icso 100
Kollektor-Reststrom, Ucg = 30 V, tomp = 150° C Icso 50
Emitter-Reststrom, Ugg = 3V leso 50
KolIekfor-Saﬂ‘ig’ungssponnung o Ucsat™) 350

lc = 150 mA, Iz = 15 mA

Basis-Sattigungsspannung . UgEsat ™) 1
Ilc = 150 mA, Ig = 15 mA '

Kollektor-Basis-Stromverhaltnis

f)
*) impulsméBig gemessen: ?p =00l t,=103ms

284
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Ue =10V, Ic= 1mA i hee 25
Uce = 10V, Ic = 150 mA hee) 40 250
Uce= 1V, Ic =150 mA  heeY) 20.
Kollektor-Bosis-Sbe_rrspannung Ucso 40
Ilc = 10 pA
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo®) 25
Ilc = 10 mA .
Emmer-Bosis-Sperrspaanng Ueso 5
le = 10pA
Dynamische Kenndaten - AC characteristics
bei Umgebungstemperatur tgmp = 25°C Min. Typ. Maox.
frqnsit-Frequenz tr 250
Uce = 10V, Ic = 20 mA, f = 100 MHz
Kollektor-Kapazitat Ceso 8
Ug =10V, e =0,f = 1MHz
Schaltzeiten - Switching time
lc =150 mA, Ig; = Ig, = 15mA, R, = 40Q
Einschaltzeit ton 25
Ausschaltzeit toff 150

ns

ns




BC196

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-Transistor im Kunststoffgehéuse fir NF-
Vor- und Treiberstufen, speziell geeignet fir Siebdruckschaltungen.

Silicon PNP epitaxial planar transistor in plastic case for AF input-stages and

driverstages, especially for hybrid circuits.

Vorlaufige technische Daten * Tentative datd

Abmessungen - Dimensions

- MaBe in mm
M 2:1

: 201
E | 92-04

‘iﬁ""’ } oe
16l 1l 24 4,5—-]

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo
Emitter-Basis-Sperrspannung " Ueso
Kollektorstrom Ic
Kollektor-Spitzenstrom lcm
Gesam?verlusﬂeistung, tomb = 45°C Pror*)
Sperrschi;:hﬂemperotur t;

~- Lagertemperatur tsig
Warmewiderstand Rihu

Kunststoffgehdause
TOM 23
Gewicht - Weight
max.0,1g
30 \'
25 v
5 V.
100 mA
200 mA
50 mwW
125 °C

-55..+125 °C

16 °C/mW

*) In einem vergossenen Modul wird die zulassige Verlustleistung gréBer und muB von Fall zu Fall bestimmt werden,

AEG-TELEFUNKEN
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BC196

Statische Kenndaten - DC characteristics
tamb = 25° C (falls nicht anders angegeben)

-

Min.
Kollektor-Reststrom
-Ucs = 20V ~lceo
-Ucs = 20V, t; = 100°C -lcso
' _“Kollektor-Séitfigungssponnung
-'C = 10 mA, -lg = 0,5 mA . —UcEsot
_|C = 100 mA, -l = 5SmA —UCEsai*)
Basisspannung -Uge 600
~Uce =5V, -lc = 2mA
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -Uceo - 25
—lc = 2mA
Kollektor-Basis-Sperrspannung ~Ucso 30
~lc = 10pA
Kollektor-Basis-Stromverhélinis
-Uce =5V, -lc = 2mA
Gruppe VI hee
Gruppe A hee
Gruppe B hre

*) impulsmafig gemessen: I"T)— =001,tp = 05ms

286
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Typ.

01
03

650

140
180
290

Max.

50
10

0,18

750

nA
HA

<

mV




BC196

Dynamische Kenndaten - AC characteristics

tomb = 25°C
b Min. Typ. Max.
Transit-Frequenz fr
—Uce = 5V, -Ic = 10 mA, f = 100 MH vi 150 MH:z
ce=3V.7le = 10m : A 200
‘ B’ 250
Kollektor-Basis-Stromverhaltnis
-Uce =5V, -lc= 2mA, f=1kHz
Gruppe VI hte 75 150
Gruppe A hfe 125 260
Gruppe B hte 240 500
Kollektor-Basis-Kapazitat Cceo 4 pF
-Ueg =5V, -le=0mA, f = 1 MHz
Rauschmaf F 10 dB
-Uce =5V, -lc = 0,2mA
R =2kQ
f = 1 kHz, Af = 200 Hz

020668

287



BC197 BC198 BC199

Silizium-N PN-Epifokia|4Plénar—Trunsistoren in Kunststoffgehd&use fiir NF-
Vorstufen und Treiberstufen sowie rauscharme Vorstufen,geeignet fiir
Siebdruckschaltungen.

Silicon NPN epitaxial planar transistors in plastic case for AF input-stages,
driver stages and low noise input-stages, especially for hybrid circuits.

Abmessungen - Dimensions

— Mafle in mm

M 2:1 A 02-01
, £

¢ [ ] a8 " Kunststoffgehause
! ol Lol 2 -—4,5—-:]' TOM 23
Gewicht - Weight
max.0,1g -
Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings BC 198

BC197 BC199

Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso 50 30 \'
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 45 20 v
Emitter-Basis-Sperrspannung Ugso 6 5 \
Kollektorstrom e 100 100 mA
Kollektorspitzenstrom lem 200 200 mA . 93
eos
Verlustleistung, tamp = 45°C ’ Pot) 50 50 mW EEE
(I X ]
‘ Sperrschichttemperatur ti 125 125 °C -4
«... Logertemperatur tag —55..+125 —-55..+125 °C
Warme-Innenwiderstand Rihu 1,6 1,6 °C/mW

1) In einem vergossenen Modul wird die zulssige Verlustleistung gréBer und muB von Fall zu Fall bestimmt werden.

AEG-TELEFUNKEN
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'BC197 BC198 BC199

Statische Kenndaten -DC characteristics

bei Umgebungstemperatur tqm, = 25° C (falls nicht anders ongegeben)

N Min.
Kollektor-Reststrom, Ucg = 20V, tqmp = 125°C leso
KolIekfor-Satﬁgungsspdnnung

Ic= 10mA, Ig=0,5mA Ucksar
=100mA, Ig= 5mA , Ucksat
Basisspannung, Uce = 5V, Ic = 2 mA © Uge . 550
Kollektor-Emitter-Sperrspannung, ic =2 mA
‘ BC 197 Uceo*) 45
BC198,BC199 Uceo*) 20
Kollektor-Basis-Stromverhdlinis
bei Uce = 5V, lc-= 10 A
Gruppe A hee
" BC197,BC 198 '
Gruppe B . hee
. BC197,BC 198,BC 199
Gruppe C hee
BC 198,BC 199 '
Kollektor-Basis-Stromverhéltnis
bei Uce = 5V, Ic = 2mA
BC 197,BC 198 hre 110
BC 199 heg 210
Kollektor-Basis-Stromverhdlinis
~beiUce=5V,Ic= IOmA
BC 197,BC 198 hee*)
‘BC199 hre*)
*) impulsi’nﬁﬁig gemessen: fTL =001, tp =05ms

290

Typ.

0,09
0,2

620

90
150

270

220
400

250
450

Manx.

5

0,25

700

HA




BC197 BC198 BC199

Dynamische Kenndaten - AC characteristics
bei-Umgebungstemperatur tgmp = 25°C

-

Min. Typ. Mox.

 Transit-Frequenz, Uce =5V, Ic = 05 mA 8  MHz
Ue=5VIlc=10mA . f 300 MHz
Stromverstérkungsfaktor -
bei Ucg = 5V, Ic = 2mA, f = 1kHz
~ GruppeA  h 125 260
- Gruppe B hte 240 500
Gruppe C hie 470 .900
Kollektor-Kapazitat ‘ "Ccro - 25 45 pF

U =5V, lg=0f=1MHz

Rauschmaf}
Uce =5V, lc=02mA R =2kQ
BC197,BC 198
f = 1 kHz, Af = 200 Hz F 3 10 dB
BC199 -
f = 30 Hz..15 kHz ' : F ‘ 4 dB
. eee
Vierpolparameter - Two port charcteristics : EEE
(Typische Werte) .; , ‘ :::
Emitterschaltung, f = 1 kHz, Uce = 5V, Ic = 2 mA , EEE
G’ruppe A B C
Eingangswiderstand hie 3 5 75 kQ '
Spannungsrickwirkung hre 1 1,3 2,3 -10-4
Stromverstarkungsfaktor hte 210 330 600

Ausgangsleitwert hoe 18 - 30 50. uS

Kennlinien siehe Seite 245

Curves see page 245

020668 291
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BC 431

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-NF-Transistor
Silicon NPN Epitaxial Planar AF Transistor

Anwendungen: Treiber und Endstufen
Applications: Driver and power stages

Besondere Merkmale: Features:
@ Hohe Sperrspannung ® High reverse voltage
@ Verlustleistung 625 mW @® Power dissipation 625 mW
@ In Gruppen sortiert ® In groups selected
® Gepaart lieferbar @ Matched pairs available
® Komplementar zu BC 432 @® Complementary to BC 432

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

0328

Normgehause
Case
10 A3 DIN 41868
JEDECTO92Z
Gewicht - Weight
max. 0,2 g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Koliektor-Emitter-Sperrspannung Uces 70 \
Collector-emitter voltage Uceo 60 \}
Emitter-Basis-Sperrspannung Uego 5 \"
Emitter-base voltage
Kollektorstrom Ic 800 mA
Collector current
Kollektorspitzenstrom Icm 1 A
Collector peak current
Basisstrom Ig 100 mA
Base current
Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
tamb =25 :C PtOt 500 mw
tamb = 25°C, Rypga = 200 K/W Pyot 625 mwW
Sperrschichttemperatur tj 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg ~55... +150 °C

Storage temperature range
B 2/V.2 488/0875A2

79



BC 431

19781

Rot
1,0
w
0,8
0,6 Rypya= 200 K/w
\\
h N
0,4
250 K/wW
\\
0,2
\ —
]
0 40 80 120 °C

Wirmewidersténde
Thermal resistances

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
/=3 mm

famb-fcase —

Rihga

Kupferkiihifliche = 10x10 mm, 35 pm dick Ringa
Copper cooling area = 10x10 mm, 35 ym thickness

Sperrschicht-Gehause
Junction case

KenngroBen
Characteristics

Ringc

famb = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Kollektorreststrom
Collector cut-off current
UCE =60V

UCE =60V, famb = 25°C

Ices
Ices

Typ. Max.

250 K/w
200 Kiw

90 K/W

100 nA
10 pA



BC 431

Min. Typ. Max.

Kollektor-Emifter-Durchbruchspannung

Collector-emitter breakdown voltage
I = 100 yA UsricEs , 70 v
Io= 10mA UsricEO ) 60 v

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage
Ig = 100 pA UsrEBo 5 v

Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation voltage
IC = 500 mA, IB =50 mA UCEsat ') 700 mV

Basis-Emitterspannung
Base-emitter voltage
UCE =1V, IC = 300 mA UBE ') 1,2 v

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
DC forward current transfer ratio
UCE =1V, IC =100 mA

Gruppe/Group: 10 hpg") 67 150
16 hpg)) 106 236
Ucg =1V, Ic =300mA hpg") 40

Fiir Paare gilt das hFE-Ver’héltnis
h FE Matched pair ratio

UCE=1 Vv, Ic= 100 mA") 1,4
Transitfrequenz

Gain bandwidth product
Ucg =5V, Ic =10 mA, f = 50 MHz T 100 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitt
Collector-base capacitance
Ucg =10V, f =1MHz CcBoO 12 pF

t,
) 3;— =0,01,1,=03ms
81
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BC 431

hegn

0,5

01

71407 Thk

Ugg =1V
famb = 25 °C

" hgg(lg =30 mA)

heg

10

100 mA

Ie —
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BC 432

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-NF-Transistor
Silicon PNP Epitaxial Planar AF Transistor

Anwendungen: T;eiber und Endstufen
Applications: Driver and power stages

Besondere Merkmale: Features:
@ Hohe Sperrspannung @ High reverse voltage
@ Verlustleistung 625 mwW @ Power dissipation 625 mW
@ In Gruppen sortiert @ In groups selected
@ Gepaart lieferbar @® Matched pairs available
@® Komplementir zu BC 431 ® Complementary to BC 431

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

L S S—

™\ 1 Normgehéduse
: Case
B 3 2,54 55,2 ]
c A~ ' 10 A3 DIN 41868
L t JEDECTO 922
Gewicht - Weight
42 — max. 0,2 g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -Uces 70 \'
Collector-emitter voltage -Ucko 60 Vv
Emitter-Basis-Sperrspannung -Uego 5 v
Emitter-base voltage
Kollektorstrom ~-Ic 800 mA
Collector current
Kollektorspitzenstrom -Icm 1 A
Collector peak current
Basisstrom -Ig 100 mA
Base current
Gesamtverlustieistung '
Total power dissipation
lamb =25°C Pyot 500 mw
tamb = 25°C, Rypya = 200 KIW Pyot 625 mw
Sperrschichttemperatur Y 150 °C
Junction temperature
Oy
Lagerungstemperaturbereich Istg -55... +150 C

Storage temperature range
B 2/V.2.489/0875A 2
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BC 432

f 79 781
Rot
1,0
w
0,8
0.6 Rypaa= 200 K/W
\\
hN
0,4
0 K
25 w \\
hN
0,2
\ —
|
o 40 80 120 °C

Wirmewiderstinde
Thermal resistances

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
/=3 mm

Kupferkiihlfliche = 10x10 mm, 35 ym dick

famb: fcase —

LSTTY
Rina

Copper cooling area = 10x10 mm, 35 pm thickness

Sperrschicht-Gehéduse
Junction case

KenngrioBen
Characteristics

famb = 25°C, falls nicht anders angegeben

86

unless otherwise specified

Kollektorreststrom
Collector cut-off current
- UCE =60V
- UCE =60V, tamb = 125°C

Ringc

- Ices
~Ices

Typ.

Max.

250 K/w
200 K/w

20 KW

100
10

nA
A



BC 432

Min. Typ. Max.

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Collector-emitter breakdown voltage
-1 =100 pA - U(BR)CES 70 \
~Ic= 10mA - U(BR)CEO Y 60 \"

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage
-IE =100 pA - U(BR)EBO 5 \")

Kollektor-Séattigungsspannung
Collector saturation voltage
-Ic = 500 mA, -Ig = 50 mA - Ucgsat ") 700 mV

Basis-Emitterspannung
Base-emitter voltage
- UCE =1V, —]C = 300 mA - UBE l) 1,2 v

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
DC forward current transfer ratio
—UCE =1 V, -IC =100 mA

Gruppe/Group: 10 hpgp") 67 150
16 hpg)) 106 236
-Ugg = 1 V. -Ic = 300 mA heg" 40
CE c FE

Fiir Paare gilt das hpg-Verhéitnis
hgg matched pair ratio

-Ugg=1V,~Ic=100mA") 14
Transitfrequenz

Gain bandwidth product
~Ugg=5V,~Ic =10mA, f =50 MHz Vis 100 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
Collector-base capacitance
-UCB =10V, f =1MHz CCBO 12 pF

!
| N 2 =
) T 0,01, 1, 0,3ms

87
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BC 432

h

FEn

0,5

o1

71413 Tk

“Ueg =1V
‘amb * 25 °C

b 2 fre
FEn = Frg Clg=20mA

10

100 mA

e ™
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